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Les matériaux organiques présentent un potentiel énormgour le développement de systémes électroniques etasectroniques peu codteux en raison de leurs proptiés semiconductrices et
de leur facilité de synthése. Le pentacéne est un bon cadat pour la fabrication de transistors de type couchesinces a effet de champ OFETs (Organic Field-Effect Transistorgar sa mobilité
de 5.5 criV-ist est proche de celle du silicium amorphe. Comme, le transg des charges a lieu prés de l'interface dans les ejgiues monocouches de semiconducteurs organiques prestde
l'isolant de grille, il peut étre influencé par la morphologe du semiconducteur a I'échelle nanométrique et par les ppriétés de l'isolant.

La microscopie a force atomique en mode modulation d’amplitde (AFM-AM) a été utilisée pour étudier des couches dpentaceéne déposées sur deux isolants différents: lergi@ne et le
benzocyclobuténe (BCB). Plusieurs recouvrements a différezs épaisseurs ont été analysés pour suivre I'évolution devissance du pentacene. La présence de grains avee wrganisation en
terrasses est observée sur les deux substrats. Lleat le moins rugueux (BCB) contribue a une meilleure orgaisation du pentacene.

Une analyse statistique comparative des grains a été effeée, elle montre une méme évolution de croissance inééplamment du substrat avec une taille de grains optimalgour une épaisseur
de couche active autour de 35nm. Les meilleures performees électriques du transistor sont obtenues pour cetépaisseur.

Morphologie du pentacéne sur différents substrats

Des grains de pentacéne sont créés: ils présentent d
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Croissance de pentaceéne sur BCB et paryléne
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Analyse statistique comparative des grains de penta  céne sur BCB et sur paryléne
L'analyse a été effectuée avec Gwyddion pour des imag  es de 10x10pum de c6té
Analyse comparative de la morphologie des surfaces de pentacéne sur BCB et sur paryléne
f avec Gwyddion. La croi des couches  de pentacéne suit la méme tendance Pentacéne sur BCB #relyse de grains (Pertacene sur BOE)
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Influence de I'épaisseur du pentacéne sur les perfor ~ mances du transistor
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Caractéristiques de sortie dOFET-TG avec un solant  en paryiéne CIEEE T SR EE

La morphologie du pentacéne dépend des propriétés du
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